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(54) Title: OPTICAL MODE ADAPTER PROVIDED WITH TWO SEPARATE CHANNELS 
(54) Titre : ADAPTATEUR DE MODE OPTIQUE POURVU DE DEUX CANAUX DISTINCTS 




<~*s (57) Abstract: The invention concerns an optical mode adapter comprising first (CI) and second (C2) channels on an optical sub- 
l/} strate (31) designed for connection of first and second waveguides respectively to its first (1 1) and to its second (12) ends. Said two 
t*** channels being covered with at least a guide layer (33), the refractive index of the first channel (CI) is lower than that of the second 
channel (C2). The invention also concerns a method for making said adapter. 

(57) Abregg : U invention presente un adaptateur de mode optique comportant un premier (CI) et un second (C2) canal sur un 
substrat optique (31) pour le raccordement d'un premier et d'un second guide d'onde respectivement a sa premiere (11) et a sa 
seconde (12) extremite. Ces deux canaux 6tant recou verts par au moins une couche guidante (33), Tindice de refraction du premier 
canal (CI) est inf6rieur a celui du second canal (C2). V invention vise egalement une me*thode de fabrication de cet adaptateur. 
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Adaotateur de mode optique pourvu de deux canaux distincts 
La presente invention concerne un adaptateur de mode optique 
presentant deux canaux distincts. 

Le domaine de Pinvention est celui de Poptique integree, domaine dans 
5 lequel un objectif est de realiser une pluralite de modules sur un meme substrat. 
Un element essentie! de ces dispositifs est le guide d'onde qui achemine 
Penergie lumineuse entre les differents modules. 

Une preoccupation constante etant de limiter au maximum 
Pencombrement d'un dispositif integre, le guide d'onde presente des dimensions 
10 aussi petites que possibles et supporte par consequent un mode de propagation 
reduit. Par ailleurs, il convient de connecter ce dispositif a un quelconque 
equipement externe, ce qui se fait generalement au moyen d'une fibre optique. 
Or la fibre optique est un guide d'onde qui supporte un mode de propagation 
etendu dont Pextension spatiaie est bien superieure a celle du mode reduit 
15 adopte dans le dispositif integre. 

II s'avere que la connexion entre deux guides de geometries differentes 
induit des pertes optiques consequentes. 

La presente invention a ainsi pour objet un adaptateur de mode optique 
presentant des pertes limitees. 
20 Selon ('invention, Padaptateur comporte un premier et un second canal 

sur un substrat optique pour le raccordement d'un premier et d'un second guide 
d'onde respectivement a sa premiere et a sa seconde extremite, ces deux 
canaux etant recouverts par au moins une couche guidante et Pindice de 
refraction du premier canal est inferieur a celui du second canal. 
25 Ainsi, Pindice est adapte aux caracteristiques geometriques souhaitees 

des modes de propagation distincts dans les deux canaux. 

Souvent, la largeur du premier canal est un peu superieure a celle du 
second canal. 

De preference, Padaptateur comporte une cellule d'adaptation dans 
30 laquelle les deux canaux sont en contact, la premiere respectivement la seconde 
extremite de cette cellule etant disposee a proximite de la premiere 
respectivement la seconde extremite de Padaptateur, la largeur du premier canal 
decroissant de la premiere a la seconde extremite de la cellule d'adaptation. De 
plus, si possible, la largeur du premier canal est nulle a la seconde extremite de 
35 cette cellule d'adaptation. 



COPIE DE CONFIRMATION 



WO 03/075061 



2 



PCT/FR03/00646 



De meme, ia largeur du second canal decrolt de la seconde a la 
premiere extremite de la cellule d'adaptation, devenant eventuellement nulle a la 
premiere extremite de cette cellule d'adaptation. 

Eventuellement, la seconde extremite de la cellule d'adaptation coincide 
5 avec la seconde extremite de I'adaptateur. 

En outre, I'indice de refraction de la couche guidante est superieur a 
celui du substrat. 

Avantageusement, I'adaptateur comporte au moins une couche de 
recouvrement disposee sur la couche guidante, I'indice de cette couche de 
10 recouvrement etant inferieur a celui de la couche guidante et a celui des canaux. 

Selon un premier mode de realisation de I'adaptateur, Tun au moins de 
ces canaux est integre dans le substrat. 

Selon un deuxieme mode de realisation de I'adaptateur, Tun au moins de 
ces canaux fait saillie sur le substrat. 
15 D'autre part, I'indice de la couche guidante vaut celui du substrat 

multiplie par un facteur superieur a 1 ,001 . 

Generalement, I'epaisseur de ('ensemble des couches guidantes est 
comprise entre 1 et 20 microns. 

L'invention vise egalement une premiere methode de fabrication d'un 
20 adaptateur qui comprend les etapes suivantes : 

- realisation d'un masque sur le substrat pour definir le motif de I'un au moins 
de ces canaux, 

- implantation ionique du substrat masque, 

- retrait du masque, 

25 - depot de la couche guidante sur le substrat. 

Une deuxieme methode comprend les etapes suivantes : 

- implantation ionique du substrat, 

- realisation d'un masque sur le substrat pour definir le motif de I'un au moins 
de ces canaux, 

30 - gravure du substrat sur une profondeur au moins egale a la profondeur 
d'implantation, 

- retrait du masque, 

- depot de la couche guidante sur le substrat. 

De preference, ces deux premieres methodes comprennent une etape 
35 de recuit du substrat qui fait suite a I'etape d'implantation ionique. 

Une troisieme methode comprend les etapes suivantes : 
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- realisation d'un masque sur le substrat comportant des ions mobiles pour 
definir le motif de Tun au moins des canaux, 

- immersion du substrat masque dans un bain comportant des ions 
polarisables, 

5 - retrait du masque, 

- depot de la couche guidante sur le substrat. 

Une quatrieme methode comprend les etapes suivantes : 

- depot d'une premiere couche d'indice de refraction superieur a celui du 
substrat, 

10 - realisation d'un premier masque sur ce substrat pour definir le premier canal, 

- gravure du substrat, 

- retrait de ce premier masque, 

- depot d'une deuxieme couche, 

- realisation d'un deuxieme masque sur ce substrat pour definir le second 
15 canal, 

- gravure du substrat, 

- retrait du deuxieme masque, 

- depot de la couche guidante sur le substrat. 

Ces methodes sont d'autre part adaptees a la realisation des differentes 
2 o caracteristiques de I'adaptateur mentionnees ci-dessus. 

La presente invention apparaitra maintenant avec plus de details dans le 
cadre de la description qui suit d'exemples de realisation donnes a titre illustratif 
en se referant aux figures annexees qui represented : 

- la figure 1, un schema de la structure de base d'un adaptateur vu de dessus, 
25 - la figure 2, un schema d'un adaptateur perfectionne vu de dessus, 

- la figure 3, un schema en coupe d'un adaptateur, 

- la figure 4, la fabrication d'un adaptateur selon une premiere variante, 

- la figure 5, la fabrication d'un adaptateur selon une deuxieme variante, et 

- la figure 6, une vue en coupe d'un adaptateur realise en couches minces. 

30 Les elements presents dans plusieurs figures sont affectes d'une seule 

et meme reference. 

En reference a la figure 1, dans sa structure de base, I'adaptateur 1 
delimite par une premiere 1 1 et une seconde 12 extremites comporte une cellule 
d'adaptation 2 presentant une premiere 21 et une seconde 22 extremites 

35 disposees en regard des extremites correspondantes de I'adaptateur 1 . 
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Eventuellement, la seconde extremite 22 de la cellule d'adaptation se 
confond avec la seconde extremite 12 de I'adaptateur. 

Un premier canal C1 de forme rectangulaire s'etend selon un axe 
longitudinal de la premiere extremite 1 1 de I'adaptateur a la seconde extremite 
5 22 de la cellule d'adaptation. Un second canal C2, de largeur inferieure a celle 
du premier canal C1 , egalement de forme rectangulaire, s'etend selon le meme 
axe longitudinal de la seconde extremite 12 de I'adaptateur a la premiere 
extremite 21 de la cellule d'adaptation. La partie du deuxieme canal C2 qui 
figure dans la cellule d'adaptation 2 empiete sur le premier canal C1, 
l o determinant une section de couplage S. 

L'indice de refraction du premier canal C1 est inferieur a celui du second 
canal C2. 

La largeur du second canal C2, qui est ici inferieure a celle du premier 
canal C1, pourrait eventuellement lui etre egale, voire lui etre legerement 
15 superieure. 

Bien que la cellule d'adaptation 2 ne soit pas indispensable, elle permet 
de reduire sensiblement les pertes de couplage entre les deux canaux. 

En reference a la figure 2, la structure de cette cellule peut etre 
optimisee et pour 1'expliciter on definit un repere d'alignement 23 qui prend la 
20 forme d'une droite perpendiculaire a I'axe de I'adaptateur et disposee entre les 
deux extremites 21, 22 de la cellule d'adaptation. 

La largeur du contour exterieur du premier canal C1 decrott de la 
premiere extremite 21 de cette cellule jusqu'au repere d'alignement 23. La 
decroissance est ici lineaire mais elle pourrait etre parabolique, exponentielle, 
25 ou de toute autre nature. Cette largeur est ensuite sensiblement constante entre 
le repere d'alignement 23 et la seconde extremite 22 de la cellule d'adaptation, 
excedant legerement la largeur du second canal C2 en dehors de cette cellule. 
La largeur residuelle du premier canal C1 qui vaut la largeur de son contour 
exterieur diminuee de la largeur du second canal C2 peut meme s 'annuler. 
30 La largeur du second canal C2 est sensiblement constante entre la 

seconde extremite 22 de la cellule d'adaptation et le repere d'alignement 23. Elle 
decroit ensuite jusqu'a la premiere extremite 21 de la cellule d'adaptation, 
pouvant meme s'annuler a cet endroit. 

Naturellement, la cellule d'adaptation 2 peut prendre une forme 
35 quelconque, le point important etant que les deux canaux C1, C2 soient en 
contact ou en quasi-contact sur I'une au moins de leurs faces. Ainsi, ces canaux 
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qui sont imbriques sur les figures 1 et 2 pourraient alternativement etre 
juxtaposes, superposes ou bien se chevaucher suivant au moins une face 
commune. 

Selon un mode de realisation privilegie, Tadaptateur est realise en 

5 recourant a la technique de I'implantation ionique. 

En reference a la figure 3a, le substrat est en silice ou bien il est en 
silicium sur lequel, soit on a fait croitre un oxyde thermique, soit on a depose 
une couche de dioxyde de silicium ou d'un autre materiau. II presente ainsi une 
face superieure ou substrat optique 31, couramment en dioxyde de silicium, 

10 d'une epaisseur de 5 a 20 microns, par exemple. Le premier canal C1 realise 
par implantation ionique est ici integre dans le substrat optique qui est lui-meme 
recouvert d'une couche guidante 33. Uindice de refraction du canal est 
naturellement plus eleve que celui du dioxyde de silicium. La couche guidante 
de 5 microns d'epaisseur, par exemple, est en dioxyde de silicium dope et 

15 presente un indice de refraction superieur a celui du substrat optique, de 0,3% 
par exemple. Elle peut eventuellement resulter d'un empilement de couches 
minces. De preference, une couche de recouvrement 34 qui peut egalement 
consister en un empilement de couches minces est prevue sur la couche 
guidante 33. Cette couche de recouvrement, de 5 microns d'epaisseur 

20 egalement, a un indice inferieur a celui de la couche guidante et a celui du 
canal ; dans le cas present elle est en dioxyde de silicium non dope. 

En reference a ia figure 4a, une premiere methode de fabrication de 
I'adaptateur comporte une premiere etape qui consiste a realiser un premier 
masque 42 sur le substrat optique 31 , ceci au moyen d'un procede classique de 

25 photolithographie. Ce masque 42 est en resine, en metal ou en tout autre 
materiau susceptible de constituer une barriere infranchissable pour les ions lors 
de Timplantation. Eventuellement, le masque peut etre obtenu par un procede 
d'ecriture directe. II reproduit un motif M qui correspond a la reunion des deux 
canaux C1, C2. 

30 En reference a la figure 4b, le motif M est produit par implantation 

ionique du substrat masque. A titre d'exemple, pour une implantation de titane, 
la dose d'impiantation D1 souhaitee pour le premier canal C1 est comprise entre 
10 16 /cm 2 et 10 18 /cm 2 tandis que I'energie est comprise entre quelques dizaines 
et quelques centaines de KeV. 

35 En reference a la figure 4c, le premier masque est retire, par exemple au 

moyen d'un procede de gravure chimique. 



WO 03/075061 



6 



PCT/FR03/00646 



Uetape suivante consists a realiser un deuxieme masque sur le substrat 
optique 31 qui reproduit la forme du second canal C2. Ce second canal est 
produit par implantation ionique du substrat masque a une dose (D2 - D1) 
comprise entre 10 16 /cm 2 et 10 18 /cm 2 , si bien qu'il presente une dose 
5 d'implantation resultante D2. Puis la encore, le masque est retire. 

La precision de positionnement du deuxieme masque par rapport au 
premier masque etant necessairement limitee, la largeur du premier canal C1 
entre le repere d'alignement 23 et la seconde extremite 22 de la cellule 
d'adaptation excede legerement la largeur du second canal C2 en dehors de 

10 cette cellule. De plus, la largeur du second canal C2 au niveau de la premiere 
extremite 21 de la cellule d'adaptation n'est pas tout a fait nulle car il est 
pratiquement impossible de realiser une pointe parfaite sur un masque. 

Le substrat est ensuite soumis a un recuit pour reduire les pertes a la 
propagation au sein des deux canaux. A titre d'exemple, la temperature est 

15 comprise entre 400 et 500°C, I'atmosphere est controlee ou bien il s'agit de Pair 
libre, tandis que la duree est de Pordre de quelques dizaines d'heures. 

En reference a la figure 4d, la couche guidante 33 est alors deposee sur 
le substrat 31 au moyen de Tune quelconque des techniques connues pourvu 
que celle-ci conduise a un materiau a faibles pertes dont Nndice de refraction 

20 peut etre aisement controle. Enfin, la couche de recouvrement 34 est 
eventuellement deposee sur la couche guidante 18. 

En reference a la figure 3b, Pindice de refraction du premier canal C1 est 
relativement faible, 1,56 par exemple, si bien que le mode de propagation 
etendu GM s'etend largement dans la couche guidante 33. La largeur de ce 

25 canal, 7,5 microns par exemple, et Pepaisseur de cette couche guidante sont 
choisies de sorte que le mode de propagation GM soit aussi voisin que possible 
de celui des fibres optiques monomodes. On peut alors obtenir un coefficient de 
couplage aux fibres d'une valeur de 90%. L'indice effectif du mode guide est 
inferieur a Pindice de refraction de ia couche guidante et a celui du canal ; il est 

30 superieur a Pindice de refraction de la face superieure 31 et a celui de la couche 
de recouvrement 34. 

En reference a la figure 3c, le second canal C2 supporte un mode de 
propagation reduit PM, proche de celui que Ton rencontre sur les guides 
implantes sans couche guidante. II convient alors que Pindice du canal soit 

35 relativement eleve, 1,90 par exemple. La largeur de ce canal peut etre 
sensiblement reduite. L'indice effectif du mode guide est ici superieur a celui de 
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la couche guidante et inferieur a celui du canal. Le confinement lateral du mode 

reduit PM est tres important. 

On rappellera que Timplantation ionique se fait maintenant avec une tr&s 

grande precision sur les doses d'ions implantes, typiquement 1%. Le substrat 
5 optique en dioxyde de silicium a un indice de refraction qui ne presente pas ou 

peu de variations, il s'ensuit que Ton peut obtenir une tr&s grande precision sur 

Tindice des canaux. A titre d'exemple, pour une dose implantee de titane de 

10 16 /cm 2 respectivement 10 17 /cm 2 , la precision sur Tindice de refraction atteint 

10 respectivement 10" . Cette precision est particulierement importante 
10 lorsque Ton recherche le mode de propagation etendu GM car Tindice du 

premier canal est un parametre qui affecte de maniere tres sensible le couplage 

aux fibres optiques. 

En reference a la figure 5a, une deuxieme methode de fabrication de 

Tadaptateur comporte une premiere etape qui consiste a implanter la total ite du 
15 substrat optique 31. La dose D1 et Tenergie d'implantation correspondent a 

celles prevues pour le premier canal C1 . 

Uetape suivante consiste a realiser un masque identique au deuxieme 

masque de la methode ci-dessus sur le substrat optique 31. Ce second canal est 

alors implante a la dose (D2 - D1 ) et le masque est retire. 
20 En reference a la figure 5b, la prochaine etape consiste a realiser un 

nouveau masque 51 sur le substrat 31. Ce masque definit un motif 

complementaire de celui du premier masque employe au cours de la premiere 

methode mais il ne doit pas subir T etape d'implantation. 

En reference a la figure 5c, le motif 25 est obtenu par gravure du 
25 substrat optique sur une profondeur au moins egale a la profondeur 

d'implantation. L'une quelconque des techniques connues de gravure convient 

pourvu que celle-ci conduise a des caracteristiques geometriques acceptables, 

notamment le profil et Tetat de surface des flancs. 

On remarque ici que la premiere methode presente Pavantage de definir 
36 un guide d'onde dont la structure est parfaitement plane puisqu'elle ne comprend 

pas d'etape de gravure. 

En reference a la figure 5d, le masque est retire puis le substrat est ici 

aussi soumis a un recuit. La couche guidante 33 et eventuellement la couche de 

recouvrement 34 sont alors deposees conformement a la premiere methode. 
35 Selon une variante de cette deuxieme methode, une premiere etape 

consiste a implanter la totalite du substrat optique 31 a une dose (D2 -D1). 
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L'etape suivante consiste a realiser un masque definissant le second canal C2 
puis a graver le substrat pour delimiter ce second canal. Le substrat est alors 
implante a la dose D1 et la prochaine etape consiste a realiser le masque qui 
definit un motif complementaire de celui du premier masque employe au cours 
5 de la premiere methode. Le substrat est ensuite grave, et la couche guidante est 
deposee. 

Une troisieme methode met en oeuvre la technologie d'echange d'ions. 
Dans ce cas, le substrat est un verre contenant des ions mobiles a temperature 
relativement basse, un verre de silicates contenant de I'oxyde de sodium par 

10 exemple. Le substrat est la aussi pourvu d'un masque et, par rapport a la 
premiere methode, l'etape d'implantation est remplacee par une etape 
d'immersion dans un bain contenant des ions polarisables tel que argent ou 
potassium. Le motif est ainsi realise par augmentation de I'indice de refraction 
consecutive a I'echange des ions polarisables avec les ions mobiles du substrat. 

15 Puis, generalement, le canal est enterre par application d'un champ electrique 
perpendiculaire a la face du substrat 

Cette troisieme methode presente une grande simplicity. Cependant, elle 
impose la selection d'un substrat particulier qui n'a pas necessairement toutes 
les caracteristiques souhaitees. De plus, du fait d'une diffusion laterale 

20 importante des ions, la resolution spatiale est limitee. 

Une quatrieme methode met en ceuvre la technologie des couches 
minces. Generalement, la face superieure du substrat est en dioxyde de silicium. 
Une premiere couche 61 d'indice superieur a celui du dioxyde de silicium est 
deposee sur le substrat optique au moyen d'une quelconque technique connue 

25 telle que depot par hydrolyse a la flamme (« Flame Hydrolysis Deposition » en 
terminologie anglo-saxonne) depot chimique en phase vapeur haute ou basse 
pression et assiste ou non par plasma, evaporation sous vide, pulverisation 
cathodique ou depot par centrifugation. Cette couche est souvent du dioxyde de 
silicium dope, de I'oxy-nitrure de silicium, du nitrure de silicium et Ton peut aussi 

30 employer des polymeres ou des sols-gels. Un masque definissant le premier 
canal CI y compris la section de couplage S est a\ors applique sur la couche 
deposee 61 . Ensuite, ce canal est realise par un procede de gravure chimique 
ou de gravure seche tel que gravure plasma, gravure ionique reactive ou 
gravure par faisceau d'ions. 

35 Le masque est retire apres la gravure et, une deuxieme couche 62 est 

deposee. Un autre masque definissant le second canal C2 est ensuite applique 
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sur la deuxieme couche 62 avant une nouvelie etape de gravure. La couche 
guidante 33 est alors deposee sur les deux canaux. 

On est ici aussi confronts a la difficulty de superposer deux masques 
avec une grande precision. 
5 Selon une variante, pour eviter la marche qui se produit au 

chevauchement des deux canaux, le masque utilise pour graver la premiere 
couche 61 definit le premier canal C1 sans la section de couplage S. 

Cette methode requiert une operation de gravure qu'il est difficile de 
maltriser tant sur le plan de la resolution spatiale que sur I'etat de surface des 
10 flancs du canal, caracteristiques qui conditionnent directement les pertes & la 
propagation de Tadaptateur. . 

Les exemples de realisation de I'invention presentes ci-dessus ont ete 
choisis pour leur caractere concret. II ne serait cependant pas possible de 
repertorier de maniere exhaustive tous les modes de realisation que recouvre 
15 cette invention. En particulier, toute etape ou tout moyen decrit peut-etre 
remplace par une etape ou un moyen equivalent sans sortir du cadre de la 
presente invention. 
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REVENDICATIONS 

1 ) Adaptateur de mode optique comportant un premier C1 et un second C2 
canal sur un substrat optique 31 pour le raccordement d'un premier et d'un 
second guide d'onde respectivement a sa premiere 11 et a sa seconde 12 

5 extremite, 

caracterise en ce que, ces deux canaux etant recouverts par au moins une 
couche guidante 33, I'indice de refraction du premier canal C1 est inferieur a 
celui du second canal C2. 

2) Adaptateur selon la revendication 1 , caracterise en ce que la largeur du 

1 o premier canal C1 est superieure a celle du second canal C2. 

3) Adaptateur selon Tune quelconque des revendications 1 ou 2, 
caracterise en ce que comportant une cellule d'adaptation 2 dans laquelle les 
deux canaux C1 , C2 sont en contact, la premiere 21 respectivement la seconde 
22 extremite de cette cellule etant disposee a proximite de la premiere 11 

15 respectivement la seconde 12 extremite de I'adaptateur, la largeur du premier 
canal C1 decroit de la premiere 21 a la seconde 22 extremite de ladite cellule 
d'adaptation. 

4) Adaptateur selon la revendication 3, caracterise en ce que la largeur du 
premier canal C1 est nulle a la seconde extremite 22 de ladite cellule 

2 o d'adaptation. 

5) Adaptateur selon Tune quelconque des revendications 1 ou 2, 
caracterise en ce que comportant une cellule d'adaptation 2 dans laquelle les 
deux canaux C1, C2 sont en contact, la premiere 21 respectivement la seconde 
22 extremite de cette cellule etant disposee a proximite de la premiere 11 

25 respectivement la seconde 12 extremite de I'adaptateur, la largeur du second 
canal C2 decroit de la seconde 22 a la premiere 21 extremite de ladite cellule 
d'adaptation. 

6) Adaptateur selon la revendication 5, caracterise en ce que la largeur du 
second canal C2 est nulle a la premiere extremite 21 de ladite cellule 

30 d'adaptation. 

7) Adaptateur selon Tune quelconque des revendications 3 a 6, caracterise 
en ce que la seconde 22 extremite de ladite cellule d'adaptation coincide avec la 
seconde 12 extremite de cet adaptateur. 

8) Adaptateur selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
35 caracterise en ce que I'indice de cette couche guidante 33 est superieur a celui 

du substrat 31. 
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9) Adaptateur selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
caracterise en ce qu'il comporte au moins une couche de recouvrement 34 
disposee sur ladite couche guidante 33, I'indice de cette couche de 
recouvrement etant inferieur a celui de la couche guidante et a celui desdits 

5 canaux 01,02. 

10) Adaptateur selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
caracterise en ce que Tun au moins desdits canaux 01, 02 est integre dans ledit 
substrat 31. 

11) Adaptateur selon Tune quelconque des revendications 1 a 9, caracterise 
10 en ce que Tun au moins desdits canaux 01 , 02 fait saillie sur ledit substrat 31 . 

12) Adaptateur selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
caracterise en ce que I'indice de ladite couche guidante 33 vaut celui du substrat 
31 multiplie par un facteur superieur a 1 ,001 . 

13) Adaptateur selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
15 caracterise en ce que I'epaisseur de I'ensemble des couches guidantes 33 est 

comprise entre 1 et 20 microns. 

14) Adaptateur selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
caracterise en ce que Tun au moins desdits canaux 01, 02 resulte d'une 
implantation ionique dans ledit substrat 31. 

20 15) Methode de fabrication d'un adaptateur selon Tune quelconque des 
revendications 1 a 1 3 caracterise en ce qu'il comprend les etapes suivantes : 

- realisation d'un masque sur ledit substrat 31 pour definir le motif M de Tun au 
moins desdits canaux 01, 02, 

- implantation ionique du substrat masque, 
25 - retrait dudit masque, 

- depot de ladite couche guidante 33 sur le substrat. 

16) Methode de fabrication d'un adaptateur selon Tune quelconque des 
revendications 1 a 13 caracterise en ce qu'il comprend les etapes suivantes : 

- implantation ionique du substrat 31 , 

30 - realisation d'un masque sur ledit substrat pour definir le motif M de run au 
moins desdits canaux 01 , 02, 

- gravure du substrat 31 sur une profondeur au moins egale a la profondeur 
d'implantation, 

- retrait dudit masque, 

35 - depot de ladite couche guidante 33 sur le substrat. 
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17) Methode selon Tune quelconque des" revendications 15 ou 16, 
caracterisee en ce qu'eile comprend une etape de recuit du substrat 31 qui fait 
suite a I'etape ^implantation ionique. 

18) Methode de fabrication d'un adaptateur selon Tune quelconque des 
5 revendications 1 a 13 caracterise en ce qu'il comprend les etapes suivantes : 

- realisation d'un masque sur ledit substrat 31 comportant des ions mobiles 
. pour definir le motif M de Tun au moins desdits canaux C1 , C2, 

- immersion du substrat masque dans un bain comportant des ions 
polarisables, 

10 - retrait dudit masque, 

- depot de ladite couche guidante 33 sur le substrat. 

19) Methode de fabrication d'un adaptateur selon Tune quelconque des 
revendications 1 a 13 caracterise en ce qu'il comprend les etapes suivantes : 

- depdt d'une premiere couche 61 d'indice de refraction superieur a celui dudit 
15 substrat 31, 

- realisation d'un premier masque sur ce substrat 31 pour definir ledit premier 
canal C1, 

- gravure du substrat 31 , 

- retrait dudit premier masque, 

20 - depot d'une deuxieme couche 62, 

- realisation d'un deuxieme masque sur ce substrat 31 pour definir ledit second 
canal C2, 

- gravure du substrat 31 , 

- retrait dudit deuxieme masque, 

25 - depot de ladite couche guidante 33 sur le substrat 
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Figure 4. a 



Figure 4.b 



Figure 4.c 



Figure 4.d 
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